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Resumo

O objetivo deste trabalho é verificar as possiveis alteracdes nas propriedades estruturais de filmes de ZnO obtidos por
deposicdo de camadas atémicas (ALD) sobre substratos de Si(001) em fungédo dos tempos de pulso e purga de agua
para limpeza da camara, durante o crescimento, usando a difratometria de raios X em policristais. Os resultados
mostram filmes com uma visivel orientacéo preferencial na direcdo [001] com o tempo de purga, e que ndo ha alteragao

nas propriedades estruturais dos filmes quando pulsos mais longos séo utilizados.
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Introducéo

O crescimento e a caracterizagdo Optica de filmes de
ZnO obtidos por deposi¢cdo de camadas atdmicas (ALD)
sobre Si realizados pelo Grupo de Propriedades Opticas
(GPO) do Departamento de Fisica da Matéria
Condensada (DFMC), do Instituto de Fisica Gleb
Wataghin (IFGW), visam a obtencdo de dispositivos
Opticos (cavidades fotbnicas). Neste trabalho, a analise
estrutural por difragéo de raios X, do efeito do substrato e
orientacdo no crescimento dos filmes é realizada usando
a difratometria de raios X dos filmes de ZnO associado
ao método de Rietveld de refinamento de estrutura.

Resultados e Discusséo

Foram medidos dois conjuntos de amostras obtidos no
com crescimento por ALD em ciclos, cada ciclo é
sequéncia de pulsos dos precursores com purga/limpeza
da cdmara. Em cada ciclo: 1) pulso do precursor do ZnO
(Dez-Dietil-Zinco); 2) purga do DeZ; 3) pulso de agua; 4)
purga da 4gua. O primeiro conjunto (#17, #18, #19 e #23)
apresenta aumento progressivo no tempo de purga, € 0
segundo (#20, #21 e #22) pulsos mais longos que devem
manter a estrutura dos filmes. Nas figuras, difratogramas
de raios X indexados mostram filmes finos de ZnO,
sistema hexagonal (P63mc), parametros de rede
a=3,2093+0,001 A e ¢=5,1511+0,015 A, por Rietveld.

Tabela 1. Pardmetros do crescimento por ALD.
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Conclusbes

Os resultados dos filmes ZnO/Si(001) mostram
orientacéo preferencial [001] com o tempo de purga, pela
razdo picos (002)/(100), e que nao ha alteracdo nas
propriedades estruturais dos filmes com pulsos mais
longos, i.e., a estrutura cristalina é estavel.
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Figura 1. Difratogramas de RX para amostras de filmes

ZnO/Si(001) com diferentes tempos de purga da agua.
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Figura 2. Difratogramas de RX para amostras de filmes
ZnO/Si(001) com diferentes tempos de pulsos de agua.
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